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1. Опис навчальної дисципліни

	Найменування показників 
	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
	Характеристика навчальної дисципліни

	
	
	денна форма навчання
	заочна форма навчання

	Кількість кредитів  – 3,5 
	Галузь знань

__0508 Електроніка__

(шифр і назва)
	Нормативна

(за вибором)



	
	Напрям підготовки 
 (шифр і назва)
	

	Модулів – 1
	Спеціальність (професійне
спрямування):
6.050801 "Мікро- та наноелектроніка"
	Рік підготовки:

	Змістових модулів – 7
	
	4-й
	-й

	Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
                                          (назва)
	
	Семестр

	Загальна кількість годин - 126
	
	8-й
	-й

	
	
	Лекції

	Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,95
самостійної роботи студента – 4,5
	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
	 16 год.
	 год.

	
	
	Практичні, семінарські

	
	
	 год.
	 год.

	
	
	Лабораторні

	
	
	34 год.
	 год.

	
	
	Самостійна робота

	
	
	76 год.
	 год.

	
	
	Індивідуальні завдання: 


	
	
	Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,67
для заочної форми навчання - 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Метою дисципліни є вивчення забезпечити у процесі читання курсу стійкі знання процесу проектування, які містять в собі технічне завдання, вибір схеми базового елементу виготовлення мікросхем. Вивчення курсу передбачає дати студентам знання для правильної експлуатації та можливість покращення параметрів існуючих електронних приладів.
Завдання: Підготовлений фахівець повинен правильно розуміти увесь схемотехніку інтегральних мікросхем, принцип роботи існуючих мікросхем, відобразити недоліки мікросхем, та шляхи їх усунення, можливість покращення параметрів існуючих ІМС.
Підготовлений фахівець повинен уміти: проводити розрахунки параметрів, елементів мікросхем, що виготовлено за різними технологіями. 
знати: загальні конструкції та принципи роботи приладів та установок за допомогою яких отримують мікросхеми та напівпровідникови прилади

вміти: проводити розрахунки параметрів елементів мікросхем, що виготовлено за різними технологіями. 

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. Напівпровідникові елементи ІМС


ТЕМА 1. Мікроелектроніка. Загальні відомості, історія розвитку.



ТЕМА 2. Характеристики напівпровідникових елементів та ІМС.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II. Класифікація ІМС.

.
 
ТЕМА 1. Напівпровідникові ІМС.

ТЕМА 2. Плівкові ІМС.



ТЕМА 3. Тонко-плівкові гібридні ІМС.


ТЕМА 4. Товсто-плівкові гібридні ІМС.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ III. Плівкові інтегральні резистори.



 
ТЕМА 1. Розрахунок тонкоплівкових резисторів.




ТЕМА 2. Побудова топографічного розташування резисторів плівкових ІМС.




ТЕМА 3.  Розрахунок тонкоплівкових резисторів підвищеної точності.


ТЕМА 4. Методи припасування резисторів плівкових ІМС.



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ IV. Плівкові інтегральні конденсатори.



 


ТЕМА 1. Розрахунок тонкоплівкових конденсаторів.




ТЕМА 2. Побудова топографічного розташування конденсаторів плівкових ІМС.




ТЕМА 3. Методи припасування резисторів плівкових ІМС.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ V. Плівкові перехідні контакти й міжзєднання.



ТЕМА 1. Розрахунок тонкоплівкових перехідних контактів й міжзєднань.




ТЕМА 2. Побудова топографічного розташування перехідних контактів й міжзєднань плівкових ІМС.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ VI. Плівкові індуктивності.



ТЕМА 1. Розрахунок тонкоплівкових індуктивності.




ТЕМА 2. Побудова топографічного розташування індуктивності плівкових ІМС.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ VII. Тонко-плівкові гібридні ІМС.



ТЕМА 1. Трафаретна печатка в тонко-плівкових гібридних ІМС. Види трафаретів у тонко-плівкових гібридних ІМС.


ТЕМА 2. Відпал тонко-плівкових гібридних ІМС. Монтаж компонентів у тонко-плівкових гібридних ІМС.

4. Структура навчальної дисципліни

	Назви змістових модулів і тем
	Кількість годин

	
	денна форма
	Заочна форма

	
	усього 
	у тому числі
	усього 
	у тому числі

	
	
	л
	п
	лаб
	інд
	с.р.
	
	л
	п
	лаб
	інд
	с.р.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Модуль 1

	Змістовий модуль 1. Напівпровідникові елементи ІМС

	Тема 1. Мікроелектроніка. Загальні відомості, історія розвитку.
	4
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Характеристики напівпровідникових елементів та ІМС.
	4
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 1
	8
	2
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 2. Класифікація ІМС.

	Тема 1. Напівпровідникові ІМС.
	5
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Плівкові ІМС.
	5
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Тонко-плівкові гібридні ІМС.
	5
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 4. Товсто-плівкові гібридні ІМС.
	5
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2
	20
	4
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 3. Плівкові інтегральні резистори.

	Тема 1. Розрахунок тонкоплівкових резисторів.
	10
	1
	
	5
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Побудова топографічного розташування резисторів плівкових ІМС.
	9
	1
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Розрахунок тонкоплівкових резисторів підвищеної точності.
	5
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 4. Методи припасування резисторів плівкових ІМС.
	5
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2
	29
	4
	
	9
	
	16
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 4. Плівкові інтегральні конденсатори.



	Тема 1. Розрахунок тонкоплівкових конденсаторів.
	10
	1
	
	5
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Побудова топографічного розташування конденсаторів плівкових ІМС.
	9
	1
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Методи припасування конденсаторів плівкових ІМС.
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2
	23
	2
	
	9
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 5. Плівкові перехідні контакти й міжзєднання.

	Тема 1. Розрахунок тонкоплівкових перехідних контактів й міжзєднань.
	9
	1
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Побудова топографічного розташування перехідних контактів й міжзєднань плівкових ІМС.
	9
	1
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Методи припасування перехідних контактів й міжзєднань плівкових ІМС.
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2
	22
	2
	
	8
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 6. Плівкові індуктивності.

	Тема 1. Розрахунок тонкоплівкових індуктивності.

	8
	
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Побудова топографічного розташування індуктивності плівкових ІМС.
	9
	1
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2
	17
	1
	
	8
	
	8
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 7. Тонко-плівкові гібридні ІМС.

	Тема 1. Трафаретна печатка в тонко-плівкових гібридних ІМС. Види трафаретів у тонко-плівкових гібридних ІМС.
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Відпал тонко-плівкових гібридних ІМС. Монтаж компонентів у тонко-плівкових гібридних ІМС.
	4
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2
	7
	1
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього годин 
	126
	16
	
	34
	
	76
	
	
	
	
	
	


5. Теми семінарських занять

Семінарські заняття не передбачені навчальним планом.
6. Теми практичних занять

Практичні заняття не передбачені навчальним планом.
7. Теми лабораторних занять

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	 Проектування і отримання резисторів тонко-плівкових мікросхем.
	9

	2
	Проектування і отримання конденцаторів тонко-плівкових мікросхем.
	9

	3
	Проектування і отримання індуктивностей тонко- плівкових мікросхем.
	8

	4
	 Проектування і отримання перехідних контактів та міжзєднань
	8

	
	
	34


8. Самостійна робота

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Напівпровідникові елементи ІМС
	5

	2
	Класифікація ІМС.
	10

	3
	Плівкові інтегральні резистори.
	10

	4
	Плівкові інтегральні конденсатори.
	8

	5
	Плівкові перехідні контакти й міжзєднання.
	8

	6
	Плівкові індуктивності.
	6

	7
	Тонко-плівкові гібридні ІМС.
	5

	
	Разом 
	76


9. Індивідуальні завдання

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Плівкові інтегральні резистори.
	4

	2
	Плівкові інтегральні конденсатори.

	4

	3
	Плівкові перехідні контакти й міжзєднання

	4

	4
	Плівкові індуктивності.
	4

	
	Підготовка до КМР
	16


10. Методи навчання

Лекції, лабораторні роботи з індивідуальними заняттями та самостійною роботою.                                       

11. Методи контролю
Поточний контроль:

1. Контрольні роботи за змістовими модулями;

2. Захист звітів лабораторних робіт.

Підсумковий контроль – залік.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
	Змістовий модуль 1
	Змістовий модуль 2
	Змістовий модуль 3
	Змістовий модуль 4

	Т1
	Т2
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т1
	Т1
	Т2
	ЛР1

	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	5


	Змістовий модуль 5
	Змістовий модуль 6
	Змістовий модуль 7
	СУМА

	Т1
	Т2
	Т3
	ЛР2
	Т1
	Т2
	Т3
	ЛР3
	ЛР4
	Т1
	Т2
	ЛР5
	ЛР6
	100

	2
	2
	2
	5
	2
	2
	2
	10
	10
	2
	2
	10
	10
	


Т1, Т2 ... – теми змістових модулів.

ЛР1, ЛР2, … – звіти та захист лабораторних робіт.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

	Сума балів за всі види навчальної діяльності
	Оцінка ECTS
	Оцінка за національною шкалою

	
	
	для екзамену, диференційованого заліку,  курсової роботи (проекту), практики, державної атестації.
	для заліку

	90 – 100
	А
	відмінно
	зараховано

	82 – 89
	В
	добре 
	

	75 – 81
	С
	
	

	64 – 74
	D
	задовільно 
	

	60 – 63
	Е
	
	

	0 – 59
	FX
	незадовільно з можливістю повторного складання
	не зараховано з можливістю повторного складання

	
	F*
	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


* – оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії.
13. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
14. Рекомендована література
Базова

1. Л. Росадо. Физическая злектроника й микрозлектроника. М.: Вьісшая школа.
1991.352с.
2. Ефимов Й.Е., Козмрь И.Я., Гобунов Ю.И. Микрозлектроника. М.: Вьісшая
школа. 1987. 312с.
З   Готра З.Ю., Николаев И.М. Контроль качества й надежность микросхем. М.: Радиоисвязь. 1989.210с

4 Жеребцов И.П. Основи злектроники. Л.: Знергоатом. 1990. 352 с.
5 Гершунский Б.С. Основи злектроники й микрозлектроники. Киев. Высшая
школа. 1989. 370 с.
6. Малышева Й. А. Технология производства интегральнмх микросхем. М.: Радио и связь. 1991.305с.
Допоміжна
1. Ивченко В.Г. Конструирование и технология ЭВМ. Конспект лекций. - /Таганрог: ТГРУ, Кафедра конструирования электронных средств. – 2001. 

2. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 132с.
3. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 528 с. 

4. Технология приборостроения: Учебник / Под общей редакцией проф. И.П.Бушминского. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана.

5 . Тупик В.А. Технология и организация производства радиоэлектронной аппаратуры. – СПб: Издательство: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" – 2004. 
15. Інформаційні ресурси
1. Навчальна лабораторія 503в
2. Наукова бібліотека ДНУ ім.О.Гончара.

Викладач    




доц. Часовський К.В.

Завідувач кафедрою    



проф. Коваленко О.В.

16. Структура рейтингової системи оцінювання
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Кафедра радіоелектроніки
Дисципліна Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та ІМС
Академічні групи​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ КМ-14-1
Навчальний рік 2017/2018






Семестр 8
Елементи контролю за 1-5 змістовим модулем

	Вид контролю
	К-ть завдань
	Кількість балів
	Тиждень подачі або проведення

	
	
	За одиницю контролю
	Всього
	

	1. Лабораторна робота №1
	1
	20
	20
	10

	2. Лабораторна робота №2
	1
	20
	20
	10

	Всього
	
	
	40
	


Перескладання – 11 тиждень
Елементи контролю за 6-7 змістовим модулем

	Вид контролю
	Кількість завдань
	Кількість балів
	Тиждень подачі або проведення

	
	
	За одиницю контролю
	Всього
	

	1. Контрольно

модульна  робота
	5
	4
	20
	15

	2. Лабораторна робота №3
	1
	10
	20
	15

	3. Лабораторна робота №4
	1
	10
	20
	15

	Всього
	
	
	60
	


Перескладання – 14 тиждень
Розробник доцент кафедри радіоелектроніки



К.В. Часовський 

Завідувач кафедри радіоелектроніки, проф.



О.В. Коваленко
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